
SS8550 
Кремниевый биполярный p-n-p транзистор. 

      
     ОСОБЕННОСТИ: 

• Высокий ток 
• Низкое напряжение 

 
     ПРИМЕНЕНИЕ 

• Общего назначения коммутации и усиления.  
 

    ОПИСАНИЕ 
• Комплиментарная пара SS8050. 

 
     Механические данные 

• Корпус: TO-92, пластик 
• Вывода: пайка в MIL-STD-202, методика 208 

 
 
 

 

  

 
Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации 
при Токр. среды = 25 °С.  
 

Обозначение Параметр Значение Единицы 
измерения 

Uкб max Напряжение коллектор-база   -40 В 
Uкэ max Напpяжение коллектоp-эмиттеp    -25 В 
Uэб max Напряжение эмиттер-база -6 В 
Iк max Постоянный ток  коллектора -1.5 А 
Pк max Рассеиваемая мощность коллектора 1 Вт 

Тj Температура перехода 150 ˚C 
Tamb Диапазон рабочих температур -65 дo 150 ˚C 
Tstg Диапазон температур хранения -65 дo 150 ˚C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Электрические характеристики при Токр. среды = 25 °С. 
 

Обозначение Параметр Условия испытания Mин. Тип. Maкс Единицы 
измерения 

Uкб проб. Коллектор-база напряжение пробоя IК=-100мкA, IЭ=0 -40   В 

Uкэ проб. Коллектор-эмиттер напряжение 
пробоя IК=-2мA, IБ=0 -25   В 

Uэб проб. Эмиттер-база напряжение пробоя IЭ=-100мкA, IК=0 -6   В 
Iкбо Коллектор-база ток отсечки Uкб=-35В, IЭ=0              -100 нА 
Iэбо Эмиттер-база ток отсечки Uэб=-6В, IК=0   -100 нA 

h21Э 
Статический коэффициент передачи 
тока   

IК=-5 мA, Uкэ=-1.0В  
IК=-100 мA, Uкэ=-1.0В 
IК=-800 мA, Uкэ=-1.0В 
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Uкэ(нас) Напряжение насыщения коллектор-
эмиттер IК=-800мA, IБ=-80мA  -0.28 -0.5 В 

Uбэ(нас) Напряжение насыщения база-эмиттер IК=-800мA, IБ=-80мA  -0.98 -1.2 В 
Uбэ(вкл.) Напряжение включения  база-эмиттер IК=-10мA, Uкэ=-1B  -0.66 -1.0 В 

Ск Емкость коллекторного перехода Uкб=-10В, IЭ=0, f=1мГц  15  пФ 

fгр. Граничная частота  коэф. передачи 
тока   

Uкэ=-10B, IК=-50мA, 
f=100МГц 100 200  МГц 

 
Пластиковый корпус, 3 вывода                  TО-92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 




